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Sire 90 dakikadir. Sorularin timu yanitlanacaktir. Kendi not ve kitaplarinizdan
yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1 (35), 2(35), 3(30)

1. Girisi npn transistorlarla olusturulan bir bipolar islemsel kuvvetlendirici igin
karakteristik biiyiikliikler asagida verilmistir:

Acik cevrim kazanci Ay(dB) = 100dB, yiikselme egimi SR+ = 2V/usn, SR- = 1.5V/usn,
Vomaks =2V, Vomin = -1.8V, Iomaks = 20mA, Iomin = -20mA, CMRR(dB) = 65dB, giris
akimlar Ig* = Iy~ = 50nA, fark isaret giris direnci 1MQ, baskin kutup 10Hz, baskin
olmayan kutup 1MHz, cikis direnci 100Q, kompanzasyon kapasitesi C. =1.5pF,
modelde kullanilacak diyotlarin doyma akimlar1 Is = 10154, gii¢ tiiketimi Pq =5mW.
Islemsel kuvvetlendirici +2.5V’luk simetrik kaynakla beslenmektedir.

Bu islemsel kuvvetlendirici i¢in BOYLE makromodelini olusturunuz, model
parametrelerinin ( Irg (I), Cg, RE, Rer, Res, Rer, Ci, Iso/Isi, Ga, Gob, Rp, Ror, Ros, Ve, Vi)
degerlerini belirleyiniz.

Not: Modeldeki fark kuvvetlendirici i¢in ortak isareti bastirma orani:

CMRR = % =29, R

Giris direnci:

Riq = 2 (rel + Ral)

2. Bir BJT i¢in model parametreleri T = 27°C de asagidaki gibi belirlenmistir. Model
parametreleri (Is, Br, Br, Isg, Isc, @&, @, Cx, Ci) T= 0°C de hangi degeri alirlar?
Hesaplayiniz.

.MODEL B1 NPN IS5.24E-16 BF 384.5 BR 2.345 NF 1.06 VAF 79.5
+IKF .025 ISE 8.3E-14 NE 1.935 NR 1.005 VAR 9.64 IKR 1.845E-4
+ISC 7.5E-15 NC 1.22 RE 2.85 RC 30.15 RB 7.5 CJC .6E-12

+VJC .85 MJC .475 CJE .94E-12 VJIE .75 MJE .32 CJS 1.883E-12
+VJS.7MJS.333 XTB .213 XTI 4.71 TF .64E-9 TR 3E-9

3. Sekil-1 ve Sekil-2'de bir Si diyoda iliskin ileri ve ters yon karakteristikleri
goriilmektedir. Bu sekillere iliskin niimerik degerler de tabloda verilmistir. Verilen
karakteristiklerden yararlanarak diyodun ileri ve ters yonde calisma icin SPICE statik
model parametrelerini belirleyiniz. (Is, n, rq, BV, IBV).



Tablo. Ileri ve Ters Yon Olcum degerler:
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Sekil-2. Si diyoda iligkin ters yon karakteristigi




